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Detector Semiconductor vs.
Centellador

Mayor sensibilidad y resolucién: 3 i vs. 1000 i

eh e
Menos componentes en la cadena de amplificacion.

Rise time de 6rdenes de magnitud mas bajo, evita efecto de
apilamiento de pulsos contiguos y por tanto la mala
resolucion de la altura de los pulsos.

Requiere temperaturas de N, (/) para evitar generaciéon
de portadores de carga por excitacién térmica.
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Calibracion detector semiconductor
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AE/E detector centellador
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Conclusiones

* El detector semiconductor es de alta resolucién
(mas portadores de informacion!) y permite
identificar los picos con mayor precision.

* Observacion de creacién de pares en el AmBe
(tanto doble como simple escape).

* El AE para bajas energias esta dominado por la
resoluciéon del ADC para el semiconductor.
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